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Si ナノワイヤの大面積・低コスト形成方法として, 非真空プロセスであるメタルアシストエッ

チング法が注目されている[1,2]. 我々は、メタルアシストエッチングに用いる触媒金属にボトムア

ップ法により形成したアンチドットパターンを用いて, 配列や直径のばらつきを制御した Si ナノ

ワイヤの形成を試みた.  

Fig. 2 (a)に AAOの表面 SEM像を示す. ホール直径は約 45 nmで三角格子状に規則的に配列し

ている様子が観察できる. この AAO上に Auを 30 nmスパッタ堆積し, 金のアンチドットパター

ンを形成し ( Fig. 1 (b), (c) ), これをエッチング触媒に用いた. 金アンチドット薄膜を Si ( 100 ) 基

板 ( 10 Ω cm ) 表面に移し ( Fig. 1 (d) ), 0.2 M 過酸化水素と 5.5 M フッ化水素酸の混合溶液中で

10 分間基板のエッチングを行った ( Fig. 1 (e) ). Fig. 2 (b), (c)にエッチング後のシリコン基板表面

の鳥瞰図と断面図を示す。図のように AAOナノホールパターン構造を反映した、直径 50 nm, 長

さ 700 nmの規則配列した Siナノワイヤの形成に成功した。発表では, この Siナノワイヤ配列の

電気伝導特性及び反射率測定等の物性評価結果についても報告する. 

 

Fig. 1 Schematic of the Si nanowire fabrication process 

 
Fig. 2 (a) SEM images of surface view of AAO membrane. Typical (b) birds-eye view and (c) 

cross-sectional view of vertically aligned Si nanowires. 
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